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La presente inveﬁcién se refiere a una dispo-
sicidn de circuitos que comprende al menos una etapa, cu-
ya etapa comprende una primera capacitancia, una segunda
capacitancia y medios electrdnicos de conmutacién o inte-
rrupcién para transferir carga desde la primera capacitan
cia a la segunda capacitancig. Este tipo de disposicién
de circuitos se usa con frecuencia en memorias capaciti-
vas que pueden utilizarse, for e jemplo, como linea de re-
tardo para sefiales de audiofrecuencia o de videofrencuen-
cia, o bien como registro de desplazamiento binario. Es,
pues, necesario que se transfiera la energia de una pri-
mers capacidad a una segunda ecapacidad de dicho cireuito
de memoria, con la menor pérdida y deformacidn posible.

En una disposicidn de circuitos de este géne—
ro ya conocida, que se ilustra en la fig. 3 de la publi-
cacidén "Electronics Letters", Dic. 1967, 3, n®. 12, pp.
544-546, la disposicin en serie de una resistencia, el
camino de emisor-colector de un transistor y un diodo se
ha incluido entre un primer condensador y un segundo con-
densador, disponiéndose una fuente de commutacidn que
éontrola la transferencia de carga, entre los extremos
de conexidén de lgprimera capacidad y de la segunda mis
distantes de la resistencia y del diodo. El electrodo de
base de dicho transistor estd conectado a un punto de po-
tencial constante. Esta disposicibn de circuitos ya cono-
cida presenta la desventaja de producirse intermodulacidn
entre sucesivos muestreos de sefiales, intermodulacidn que
es ocasionada por la presencia de la capacidad pardsite
entre el colector y la base de los transistores, lo que
da lugar a que durante la transferencila de carga de un

primer condensador a un segundo condensador, una parte de
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la carga a transferir gse introduzeca en dicha capacidad
parasita como carga parésita, carga que permanece en la
capacidad pardsita durante la operacidén de transferencia
o0 traslado desde el segundo condensador a un tercer con-+

5 densador. Esta carga parasita se aplica como adicional

a dicho segundo condensador, en la sucesiva operacidn
de transferencia desde dicho primer condensador a dicho
segundo condensador., El resubtado de esto es que en los

nuestreos individuales de seifial se superponen ecos Je

10 la sefial precedente, teniendo dicho efecto de eco nra

accién cumulativa. En un circuito de memoria integrada,
+ en el que no puede elegirse un valor pequefio para la ra-=
zén o cociente entre dicha capacidad parasita y la capa;
cidad electrostdtica, de memoria, dicho efecto de eco se-
15 ré ya desastroso para las posibilidades de utilizacidn
de la memoria integrada con un pequefio nimero de unida-
des de memoria dispuestas una tras otra.

Otra desventga del circuito ya conocido esta
en el hecho de producirse una pérdida de carga, por ser
20 ligeramente menor que 1 el factor de ganancia(X de co~
rriente de colector-emisor de los transistores utilizadgs,
de manera que lg corriente de carga y la de descarga,
respectivemente, de un primer condensador es mayor que
lg corriente de descargae y la de carga, respectivamente,
25 i de un segundo condensador.

Es objeto de la invencién una disposicidn de
circuitos del tipo descrito, gque no presenta dichas des-

ventajas y que resulta ademis extremadamente adecuada

para ser integrada. La invencidn se cgracteriza por el

30 hecho de haber un transistor de efecto de campo dispuesto
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entre dichas capacidades primera y segunda, estando la
primera capacidad incluida en el circuito del electrodo
de fuente o de entrada y la segunda capacidad incluida
en el cirecuito del electrodo de drenaje o salida; ha-
biendo una fuente de tensidn de conmutacidn gue conhro-
la la transferencis de carga, dispuesta entre el elec-
trodo de barrera del transistor de efecto de campo y la
conexién de dicha primera capacidad més alejada del
electrodo de fuente; y estando la conexidn de dicha se-

gunda capacidad, mds alejada del electrodo de drenaje,

conectada al electrodo de barrera del transistor de efe

to de campo.

La disposicidn de circuitos se usa de preferen
cia en una memoria capacitiva, la cual comprende suce-
sivos circuitos construldos de la misma manera, de modo
que en etapas sucesivas la segunda capacidad de la pri-
mera etape es también primera capacidad de la segunda e
pa, v la segundacapacidad de la segunda etapa es tam-—
bién primera caepacidad de la tercera etapa, y asi suces
vamente.

Ia invencidn se refiere ademds a un dispositi-
vo semiconductor parg uso en dicho dispositivo de trans
ferencia, dispositivo semiconductor que comprende un
substrato, el cual presenta una o més regiones de super
ficie de material semiconductor. Conforme a la invencid
tal dispositivo se caracteriza por el hecho de que los

transistores de efecto de campo del dispositivo consti-

tuyen una serie en la cual las regiones semiconductorass

de los transistores de efecto de campo de la serie estén

dispuestas en dichas regiones de superficie, el electro

)
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|
!
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de drenaje de un tramnsistor de efecto de campo de la

serie para transferir carga esta conectado al electro-

do de fuente del sucesivo transistor de sfecto de campo
de la serie, la capacidad del circulto de electrodo de
5 drenaje de cada transistor de efecto de campo estd

constitulda por la capacidad interna entre el electrodo

de barrera y el electrodo de drenaje de dicho transisz.

tor de efecto de campo, y los electrodos de barrera de
los transistores de efecto de campo estén asocisdos a

10 i la entrada o a las entradas eldctricas para las sefiales

de control,.

Utilizando la capacitancia interna entre los

. electrodos de barrera y de drenaje como segunda capaci-
tancia, 0 sea como capacitancis de memoria, se obtiene
15 une memoria capacitive de estructura muy sencille, memo=
ria que combina la bondad de su manera de funcionar

con la pequefiez del area de superficie necesaria por
unidad de memoria, porque cada unidad de memoria estd
constitulda por un solec transistor de efecto de campo.
20 Ademés, es importante la caracteristica de que el area
de superficie por unidad de memorias en una memoria con-

forme a la invencidn es en general mis pequefia que en

ung memoria integrada comparable en la que se usen tranéig
tores de tipo bipolar, porque cuando se usan transisto-!
25 5 res de efecto de campo, éstos pueden ir dispuestos en

la misma regidn de superficie, de manera que es posible
evitar el empleo de regiones de aislamiento. Es més, el

empleo de transistores de efecto de campo en la fabrice-

cién de una memoria integrada, con arreglo a métodos de

30 los cominmente usados en la tecnologia de los semicondu
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tores, puede dar por esultado una disminueidn del>nﬁme;
ro de operaciones de foto-reserva y difusién, en compa-
racidén con el uso de transistores bipolares. Tanto la
menor 4area de superficie por unidad de memoria como la
mayor sencillez de la manufactura acrecientan el rendi-
miento de la fabricacidn.

Ademds, la forma de construccidn elegida e
memoria capacitiva, ilustrads en la fig. 3, cuando ss
usa como capacidad electrostatica de memoria la capaci-

dad interna entre los electrodos de barrera y de drenaje,

tiene la ventaja adicional de que la capacidad parésita%
presente entre los electrodos de fuente y de barrers §
no tiene influencia dafiosa alguna en el satisfactorio z
funcionamiento de dicha memoria capacitiva, porque diché
capacidad pardsite sirve también de capacitatcia de me-[
moria. El mismo razonamiento tiene aplicacién a las ca-!
pacitancia parasitas entre la regidn de superficie de

seniconductor circundante y los electrodos de fuente y

de drenaje. El nivel de referencia de la capacidad para:
sita entre los electrodos de fuente y de bharrera es el
equivalente a "VD voltios,

Le disposicidn de circuitos conforme a la in-
vencibn puede usarse, entre otras manerag, como linea de
retardo, por ejemplo, para sefiales de audio o de video-
frecuencia. En un circuito de este género es conveniente
tener un largo tiempo de retardo por unidad de memoria,
0 sea por transistor de efecto de campo. Cuando se usa
une serie de n transistores de efecto de campo, es posiT
ble obtener un tiempo de retardo mdximo por unidad de

memoria cuando todos los electrodos de barrera estan co-
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T4 g
nectados por separado, o través de una fuente 'de tensién;
! de conmutacidn, a masa o a un potencial de referencis dis

tinto. Eligiendo las sefiales de conmutacidn de maners que

tengan un velor de E voltios durante 1/n €la enésima) par:
te de cada, periodo de exploracién T, y.un valor de 0 volw
tios durante el resto del periocdo, y cuando ademds estén i

: desplazadas entre s{ en el tiempo en la endsima parte del

periodo T, de tal maneras que se hagan conductivos primero

el enésimo transistor de efecto de campo y luego los de {

orden (n-1), (n=2), y asi sucesivamente, el tismpo de Ie-
, tardo por unidad de memorias se hace méximo e igual e (nw12
| T/n segundose

Ahora bien, en la prdctica, el nimero de fuentes
de conmutacidn o interrpeidn (squi denominadas genérica-
‘mente de conmutacidn) se restringiré de preferencis, a ex-
Epensas de cierta reduccidn en el tiempo de retardo por uni-

dad de memoria. Bgto puede lograrse interconectando un nd-

mero de electrodos de barrera de los transistores de efec—

t0 de ocampo; y una forms preferida del dispositivo semioon%

}
ductor conforme a este invento se caracteriza, por lo tanto,

i
lpor el hecho de estar interconectados un nimero de electror
x ;
'dos de barrera de los transistores de efecto de campo de la

‘gerie, nimero que no comprende dos transistores de efecto de
i .

jcampp sucesivos. ,
H H

1 Como se spreciard de manera obvia es conveniente lle-
¢ ) i

i . ) . i
‘car a un compromiso lo' - méds favoreble posible entre el nﬁm?-
i

i

i
ro de fuentes de conmutacidén a usar, por unaparte, y el nﬁf

mero de transistores de efecto de campo necesarios, por la|
i i

btra..En este caso tiene importancia que el tiempo de reta?-
do por unidad de memoria sea ademds independiente de la ma=

s

i
1
§
i
1
'



ners en que se hayan elegido las conexiones de los elec—
trodos de barrera de los diversos transistores de efecto

de campo de la serie.

{
|
!
i
{
{
'

Aun cuando pare el funcionamiento como registro de

5 desplazamiento es suficiente que, en la conexidn de los
electrodos de barrers de diversos transistores de efecto .
de campo, se satisfaga la condicidn de que no pueda haber.
simultdneamente en condicidn dos trensistores de efecto
de cempo sucesivos, se construyen conforme a la invencidn
10 memorias més grandes, para asi llegar a obtener un compro%
miso favorsble, pertiendo de una serie de transistores deé
efecto de campo que contiene por lo menos dos grupos adya%
centes sucesivos que tienen el mismo ndmero de transisto~;
res de efecto de campo sucesivos, estando interconectadosz
15 los electrodos de harrera de dichos transistores de efecté
de campo asociados con grupos diferentes, pero que en su ;
grupo tienen el mismo nimero. ;
Esta forma de construccidn permite obtener el mis
largo tiempo de retardo posible por unidad de memoria,
20 con un nimero previamente gjustado de fuentes de conmuta~
cidn a utilizar. E1 mimero de transistores de efecto decam
po por grupo viene determinado por el nimero de fuentes de
conmutacidn a empleax. |

El disposgitivo semiconductor conforme al presente

25 iinven’ao puede estar construifdo con transistores de capas o
peliculas delgadas depositadas (T.F.T.)y pero de preferen=-

cia estd caracterizado por ser regiones de superficie los

electrodos de fuente y de drenaje de uno o més de los

,tran31stores de efecto de campo de la serie, en tanto que
i .
1

30 entre dichas regiones de superficie se extiende una region

6.6.69 : -8 -
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gde canal que se une a la superficie del semic&nductor lim%—
;tada por las regiones de superficie, disponiéndose en le
Esuperficie del semiconductor una cepa alslante en la cual
éesté dispuesta el electrodo de barrera, y que se extiénde
%por encima de lg regién de ocanal. -

3 Une forme importante de realizacidn del dispositivo
%semiconductor del presente invento comprende por lo menos
'in transistor de efecto de campo que tiene un electrodo

de barrera aislado, y cuyo electrodo de drenaje constibuye
también el electrodo de fuente del transistor de efecto de

campo sucesivo de la serie, de tal modo que se obtiene una

estructura particularmente compacias

Otra forma importante de realizacién del dispositi;
|

vo semiconductor del presente invento se caracteriza por e}

Pecho de que los electrodos de fuente y de drenaje de por 1

o menos un transistor de efecto de campo de la serie son §
|

}egiones de superficie de un determinado tipo de conductivi—
%ad que estdn conectados entre s{ por una regidn de canal %
&e un determinado tipo de conductividad, silendo el electrof
Fo de barrera una regidén del tipo de conductividad opuesto%
éue llega a la regién de canal y que estéd separads de la ré-
i}gic'nde canal por una unidén FN. !

i
% Como se apreciard de maners obvia, las frecuencias
{

& las que es posible utilizar ls memoria dependen tambidén
éel valor de las capacitanciass de le memoris. En general,
?egﬁn sean menores las frecuencias utilizades, lag capacidaL
, _

des de la memoria tendran que ser mas grandes. A congecuen—
?ia de esto, dicha capacidad interna de los trensistores de
éfecto de campo usugles puede ser demasiado pequeila, por

E
gjemplo, cuando se utllicen bajas frecuencias.

t
H
i
;
]
{
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En otra forma de ejecucidn del dispositivo semiconi
ductor del presente invento, el electrodo de barrera de !

por lo menos uno de los transistores de efecto de campo

Ede la serie se extiende por encims de parte del electrodo

de drenaje, y por encima de la regién de canal. A consecuég
cia de esto se aumenta de modo efectivo la capacidad inter-
ne entre el slectrodo de barrera y el electrodo de drenajs,
siendo méximo el aumento del Area de superficie necesaria%
por unidad de memoria. z

Ia capacidad electrosiftica interna de la memoris -

se guments de distinta manere en una forme de realizacidn

del dispositivo semiconductor del presente invento con

arreglo a la cual en el electrodo de drenaje de por lo me—g
nos uno de los transistores de efecto de campo de la serie%
se dispone otre regidn de superficie, de un tipo de conduc;

tividad opuesto al del electrodo de drenaje, y esta otra

regidn de superficie comprende un conductor de conexidne.
Bn esta forma de ejecucién se usa la capacidad de ung unidn
PN polarizads en sentido inverso, capacidaed que en este caso

xige relativamente poca drea de superficie adicional. Esta

o

otra regidn de superficie WUltimamente mencionada puede co-

;ectarse diredtamente al electrodo de barrers del transis—
%or de efecto de campo, por medio de dicho conductor de
?onexién.

% En lo que sigue se describird la invencidn con refe—

! . A ]
rencla & los dibujos adjuntos, en los cuales:
i

l - 1lg figure 1 es un esquema eléctrico de principio

le la invencidnj
]

- 1la figura 2 ilustra la variaeidn de la tensidn de

la fuente de tensidn de conmutacidn de la fig. 1;

i
'
'
i

g - 10 -
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i /] £4
: - la figura 3 muestra un dispositivo que resulte

' gdecuado, por ejemplo, para retardar sefiales eléctricas;

s
§ - la figura 4 ilustra las variaclones de tensién

ien diferentes puntos del dispositivo de la fig. 3;

: - la figura 5 ilustre esquemdticamente, vista en

1

§planta, parte de una forma de ejecucidn del dispositivo

_ , , |
| semiconductor conforme a la invencidn, en tanto que i

- la figura 6 ilustra esquemdticamente una viste en

i

!

seccidn recta tomada por la linea VI-VI de la fig. 5;
- la figura 7 ilustra esquemdticamente, vista en

seccién recta, parte de obtra forma de ejecucidn del disposi

tivo semiconductor conforme al presente invento;

- lg figura 8 representa esquemdticamente, vista
ien plantae, parte de otra forma de ejecucidn del dispositi-
vo semiconductor eonforme al invento, en tanto que

s -~ lg figura 9 ilustra esquemdticamente una vista en

seccidn recta tomada por la linea IX~-IX de la fig. 8; ,
- la figura 10 representa esquemdticamente, vista !
en planta, parte de otra forma de realizacidn del diSpOSi~§
tivo semiconductor conforme al presente invento, mientras
- 1a figura 11 ilustra esquemiticamente una vista
an seccidn recta tomads por la linea XI-XI de la fig. 10;
~ la figura 12 representa esqueméticamente, vista |

1 s . 3 0 N
en plante, una forms sucesiva de dispositivo semiconductor,

conforme al presente invento; ¥y
§

| i
- la figura 13 ilustra esquemdticemente una vista eé

seccidn recta del dispositivo semiconductor de la fig. 12,5

tomada la seccién por la linea XITI-XIII de la fig. 12 §

| En la fig. 1, T, es un transistor de efecto de campo
: i
que puede estar construldo con un electrodo de barrera ‘

t

\
.
! 1
i H
i {

- 1] -
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alslado; Gn_1 es una primera capacidad, y C, es una segun#

da capacidad. So es una fuente de tensién de conmutacidn

|
que suministra una tensidn, por e jemplo, cuyas forma se %
ilustra en lg fig. 2. Por esta dltima figura puede verse %
5 que la tensidén entre el electrodo de barrera G y un poten%
ciel de referencia (por ejemplo, masa) es igual a B voltio?
durante el tiempo I1, en tanto que durante el tiempo'tz |

dicha tensidn es igual a O voltios. ILa capacidad Cn, en

la fig. 1, estd dispuesta entre el electrodo de drenaje D

H

10 ly o1 electrodo de barrera ¢ del tramsistor T de efecto de%

|

kampo, en tanto que la capacidad Gn—1

Lno de sus extremos al electrodo de fuente 8 y por el orroé

estd conectada por |
electrodo de barrera del transistor de efecto de campo :

T, a través de la fuente S, de tensidén de conmutacidn. !

15 Durante el tiempo'r1, la tensidén entre el electrodo de ba-:
rrera y el potencial de referencia es igual a E voltios.

Bl transistor estard en conduceidén durante el tiempo de’zfé

%n que la tensidén en bornes de la capacidad ses menor de i

éE—Vb) voltios, siendo V., la tensidén de umbral del transis-

D .
20 tor de efecto de campo T,. A través del transistor circula-

%é una corriente que hard que sumente la tensibn en bornes
de ls capacidad C,_4 ¥ que disminuys la tensidn en bornes
de la cagpacidad Gn. Si las dos cgpacidades son del mismo

valor, la tensidn en bornes de la capacidad Cnp aumentarad,

25 eg el mismo periodo, en la misma extensidn en qle disminui-~
r? la tensidn en bornes de la capacidad Gn' Con una tensidn
d?da E de la fuente de conmutacidn S, 1a tensidn de salida
en bornes de la capacidad Cp_4 serd igual a (E-Vp) voltios,
ya que, gl llegar a esta tensidn, el transistor de efecto

30 ’dg campo Tn dejarsd de conducir. Le tensidn deselida en bornes

606069 ‘: had 12-



§ de la cspacidad C,, por consiguiente, serd igusl a
1 (V,-A4V ) voltios, donde AV es igual al aumento de ten—?

sidn en bornes de la capacidad Coq ¥ V,esla tensidni

en bornes de la cepacitancia Cn al dar comienzo la

transferencig de carga entre las doscapacidades. Ouanaoé
i la tensidn de (E-Vb) voltios se elige como nivel de re—i
% ferencia para la informacidn ~Av que estaba presente e?
i la capacidad Cn—1’ ge encuentra uno con que la informa~
eién -AV ha pasado a la capacidad ¢, mientras, simulbé-
10 neamente, la capacidad C,_, ha sido cargada al nivel de
referencia y, por tanto, estd de nuevo en condiciones

de recibir nueve informacidn del elemento de memoris

precedente. j
La fige 3 ilustra un circulto en cadena de n uni4
15 dades, cada una de las cuales comprende un transistor i
de efecto de campo en el que hay una capacidad dispuesta
entre el electrodo de drenaje y el electrodo de barrer .s
|

El elsctrodo de drenasje de cads transistor de efecto de

campo estéd conectado, pars la corriente continue, al

20 . electrodo de fuente del transistor de efecto de campo

sucesivo. El electrodo de drenaje del enésimo transistori

de efecto de campo ya conectado a la fuente S° de tensié#
de commutacién por medio de un diodo D . Ia sefial de sa-%

lida del circuito en cadena puede derivarse de un electr&—
25 do de drenaje de cualquiera de los transigtores de efeotq
de campo. El electrodo de fuente del transistor de efec-g
$0 de campo To estd conectado a un poteneial de referen-%

. . - 1
cia (por ejemplo, & masa), a través de la disposicidn en|
!

gserie de la resistencia Ro vy la fuente de suminisitro de

30 la sefial de entrada V. El electrodo de barrera de los E
i

606!69 - 13 -



transistores de efecto de campo de orden par va conec—
tado, por medio de la fuente S, de tensién de conmuta-
¢idén, a un punto de potenciel de referencia, en tanto
que los electrodos de barrera de los transistores de
5 efecto de campo de numero impar van directamente conec—
tados al potencial de referencia,

Para una mejor compresidn del funcionamientc
de la disposicidn de circultos de la fig. 3, la fig. 4

ilustra lesmis importantes variaciones de tensidn que

10 se producen durante la ejecucién de la transferencia, !

en funcién del tiempo, La gréfica 4a representa la varia-
cién de tensién de la fuente de conmutacidén S, en fun~ g
cidn del tiempo. Es una onda de tensibn, de perfil rectég
gular simétriéo, que tiene un maximo de 4+ E voltios y
15 un minimo de -E voltios, siendo el periodo de dicha
onda de tensidn rectangular igual a T segundos. Este
perfiodo debe ser menor, por 1o menos en un factor 2, que
el periodo de la sefial de méxima frecuencia que tenga
lugar en la tensidén de entrada Vi tensidn esta Gltima
20 que se ilustra en la fig. 4b. Durante los intervalos
de tiempo T,y Vo T4 I e ol punto B, de la
figs 3 que conecta los elecirocdos de barrera de los tranw

sistores de efecto de campo de orden par tiene un poten-

_cial de -~ E voltios respecto al punto B1 que conecta

25 los electrodos de barrera de los transistores de efecto
de campo de orden impar, punto que estd tembién conecta-
do al potencial de referencia. El transistor T, no es-

tard en conduccidn durante dichos intervalos de tiempo

si la tensibn de entrada V; es mayor que - (E-Vp) voltios,
30 en tanto que, al mismo tiempo, los transistores de nﬁmeﬁ
!
6.6.69 - 14 - '
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ro par T,, T4 y asl sucesivamente, no estardn en condu#-
cibn, ya que la tensidn en bornes de las capacidades de
nimero impar 01, 03, etc. nunca puede ser mayor de

(E-VD) voltios, como se dijo para la cepacidad C,_q de
5 la fig. 1. Los transistores de orden impar T1, TB’ etc,

estarén en conduccidn durante los mismos intervalos

de tiempo si la tensidén en bornes de las capacidades
de orden par Cc’ 02, etc. es menor de.E voltios, Las
capacidades de nimero par se cargan hasta que la ten-
10 sidn en bornes de las mismas se haya hecho igual a
(E—VD) voltios, en tanto que la tensidn en bornes de
cada capacidad de nimero impar se reducird en la misma
extension en que aumente la tensidn en bornes de le ca-
pacidad de numero par precedente. Asi, en este caso,
15 se supone que ‘todas las capacidades son del mismo va-
lor,

Durante el tiempo en gque el punto Bo tiene una
tensidén de + E voltios respecto al punto B1, que estd
tembién coneftadd al potencial de referencis, la infor-
20 macidn coneerniente sl valor de la sefial de entrada Vi
se transmite a la capacidad Go, conforme a la fig. 4a,
durente 1os intervelos de tiempo ¥y , 3 1}3, ?f% o
El valor de la sefial de entrada durante estos interva=-
los de tiempo es gproximadamente igual a -E, O, + Ey O

25 voltios, respectivamente. Durante estos intervalos de

tiempo circulard a través del traensistor T, vna corrien
te igual a (E-Vp-V;)/(R ix) amperios, 1o gue hace gque
disminuya la tensibn de (E~Vp) voltios presente en bor-
nes de la capacidad C, . Las corrientes que circulan a

30 través del transistor T, durante dichos interveloes de
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(R
{4 JUN [eds
tiempo se hallan representadas en la fig. 4c¢, en tanto
que el comportamiento de la tensidn en bornes de la cad
pacidad C, estd ilustrado en la fig. 4d. Por esta iltima
figura puede verse que las caldas de tensibn en bornes
de la capacidad C, varian linealmente con el tiempo
durante los intervalos de tiempo 1*}, TB, ?é, T, lo
cusl es cierto golamente si la resistencia Ro es muchas
veces mayor que la pendiente inversa del transistor ds
efecto de campo T,. La caida de tensidn mas grande, es
decir, AV = (B = V) voltios, tiene lugar en el
intervalo de tiempo ’,, mientras la ceida de tensidn en

el intervalo 7’5 us de cero voltios. Asi, la relacidn

lineal entre la caida de tensiénAV en bornes de la capa-
cidad C, y dicha sefial de entrada existird tan sélo pard
las sefiales de entrada gue se hallen en el intervalo }

definido por i

- (BE+ V) KV, £ + (E - Vp) voltios,
La resigtencia Ro’ pues, se elegird de modo que tenga un
valor tal que con una seilal de entrada de 0 voltios, la
tensibn en bornes de la capacidad C, durante el tiempo
en que Bo tenga un potencial de 4 E voltios respecto

a masa llegue justamente a adquirir un valor igual a

%(E-VD) voltios. La corriente media de carga
igem = (E_VD)/ZR0 necesarias para ello viene determinad%
por el valor de la capacidad Co vy la duracidn T de oad%
periodo T en que el potencial del punto B, es igual a + b
voltios. Dicha corriente de carga es igual a CO (E—VD)/%Y‘

donde % (E—Vﬁ) es la calda de tensidén en bornes de la !

- 16 ~
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capacidad Co pare una sefial de entrada de cero voltios:
De esto se sigue que, para un ajuste adecuado de la co-
rriente media de carga, debe verificarse que U= %CORO .
Los valores favorables para la corriente media de car-
ga, respecto a una buena relacibén de sefial/ruido y a la
energia de conmutacidn necesaria se hallan comprendi-
dos entre un microamperio y un miliamperio.

Debido al hecho de que en la disposicidn de
circuitos ilustrade en la fig. 3 las capacidades paré-;
sitas entre el electrodo de drenaje y el de barrera

de los transistores de efecto de campo estan ahora en

parelelo con las capacidades Co a Cn inclusive, la }

presencia de dichas capacidades parasitas ya no da 1up§
gar g efectos de eco, puesto que dichas capacidades ‘
pardsitas operan ahora también como capacidades de me-
moria. Ademds, mediante el uso de transistores de efec-
to de campo como medios de conmutacidén se logra que

la corriente de carga y la de descarga, respectivamen-
te, de una primera capacidad no difierenesenciglmente
de la corriente de descargs y la de carvga, respectiva-—
mente, de una segunda capacidad de la disposicidn de
circuitos de la fig. 3. Ademés, el uso de los transis—
tores de efecto de campo tiene como ventaja adicional,
respecto a log transistores bipolares, la de que la se—
fial eléctrica de entrada V, puede tener una amplitud
més grande, porque la tensién de ruptura entre el elec-
trodo de fuente y el de barrera o el substrato es muchas
veces mayor que la correspondiente tensidn de ruptura

entre el electrodo emisor y el de base de un transistor

bipolar,.
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El dispositivo semiconductor ilustrago en

las figs. 5 y 6 comprende un substrato 50 que puede cor

sistir en un material aislante y estar provisto de una
o més reglones de superficie de material semiconductor,
0 bien, como en el presente ejemplo, gque puede cong-
tar en si de un material semiconductor. Conforme a la
invencidn, en una regidn de superficie del substrato
50 estén dispuestes unas regiones semiconductoras 51

de una serie de transistores de efecto de campo, estandp
el electrodo de drenaje de un transistor de efecto de

campo de la serie,para la transferencila de carga, conec:

tado al electrodo de fuente del transistor de efecto
de campo sucesgivo de la serie, ya que cada una de las
regiones 51 representadas constituye tanto el electro-
do de drenaje de un determinado transistor de efecto
de campo como el electrodo de fuente del transisior de
efecto de campo que le sigue. Los elecirodos de barrera
52 estén conectados a une de las pistas metdlicas 53 y
54 ¥y, por Ianto, asociados a las entradas eléctricas
para lassefiales de control que puedan aplicarse por me-

dio de dichas pistas metélicas.

Fl dispositivo semiconductor tiene una esfruc-

tura sencilla y compacta, en la cual el irea de superfi-

cie necesaria por unidad de memoria es pequeiia, ya que
cada unidad de memoria esta constituida por solamente
un transistor de efecto de campo,

Por medio de cada una de las pistas conducti-
vas 53 y 54 se conectan entre si los electrodos de ba-
rrera 52 de un numero de transistores de efecto de efect
de campo, de tal modo que ese ndmero de transistores de

-
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efecto de campo no comprenda dos transistores de efec~
to de campo sucesivos. Como resultado de esto, es po~
sible aplicer la misma sefisl de control simulténeament
a los electrodos de barrera de los diversos transisto-
reg de efecto de campo, de maners tal que basta con
un nimero restringido de fuentes de tensibén de conmu~
tacidn.

En el presente ejemplo, los electrodos de ba-
rrera de los transistores de efecto de campo sucesivos
estdn conectados alternativamente a la pista conductiva
53 ¥y a la pista ¢conductiva 54. A consecuencia de ello,
la serie de trénsistores de efecto de campo se compone
de grupos adyacentes sucesivos que tienen el mismo nd-
mero de dos transistores de efecto de campo sucesivos,
estando conectados entre si los electrodos de barrera
de dichos transistores que, asociados a diversos grupos,
tienen el mismo ndmero en su grupo.

Con este método de conexidn se logra un com-
promigo favorable entre el ntmero de fuentes de conmu-
tacibén a usar, de una parte, y de otra el tiempo de re-
tardo por unidad de memoria. En relacidn con esto es de
notar que el tiempo de retardo por unidad de memoria es
directamente proporcional al mimero de transistores de
efecto de campo por grupo que contienen simultineamente
informacidn.

La segunda capacidad, o de memoria, estd cons-
tituida por la capacidad entre el electrodo de barrera
52 y la regién de superficie 51, que estdn separados en-
tre sl por la capa aislante 55 que recubre la superficie

del semiconductor. Ademds, el electrodo de barrera 52
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estd situado por encima de la regibn de canal 56 que
llega a la superficle del semiconductor y se extiende
entre las regiones de superficie 51 que constituyen
los electrodos de fuente y de drenaje de los transis-
tores de efecto de campo,.

La capacidad entre el elecirodo de barrera
52 y la regidn de superficie 51 es la capacidad inter-
na entre el electrodo de barrera y el de drenaje del
transistor de efecto de campo. Esta capacidad interna
se avmenta en este caso, ya que el electrodo de bharrerg
52 se extiende por encima de la regidn de canal 56 §y
por encima de parte del electrodo de drenaje 51,

Es de notar que en los transistores de sfec-

to de campo que poseen un electrodo de barrera arslado,
del tipo al cual pertenecen los transistores de efecto
de campo arriba descritos, el electrodo de barrera suele

superponerse a la regidn de canal de manera que el elec

trodo de barrera se extiende tanto ligeramente por enci

ma del electrodo de drenaje como por encima del electro

do de fuente. En el transistor de efecto de campo des-
crito que tiene una mayor capacidad interna, en cambio,
el electrodo de barrera no es gimétrico respecto a la

regibén de canal, de manera que el electrodo de barrera
cubre, de uno de los electrodos, una parte mayor, y de
preferencia considerablemente mayor, que del otro elec-
trodo.

El dispositivo semiconduector de las figs.

5 y 6 puede manufacturarse por entero de una manera de
las comunmente utilizadas en la tecnologia de los semi-
conduectores. El1 substrato 50 consta, por ejemplo, de si-

|
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liclo de tipo N. A continuacién pueden disponerse las
regiones 51 de tipo P (de unas proporciones, por e jem-
plo, de 40 x 40 micras), por los métodos usuales de for
toproteceidn y difusidn. La anchura de las regiones

de canal 56 es, por ejemplo, de 6 micras. Las uniones
PN entre las regiones 51 y el substrato 50 se extien~
den, por ejemplo, a una profundidad de aproximadamente
2 micras a partir de la superficie del semiconductor.
Le capa sislante 55 es, por ejemplo, de éxido de gili-
cio y/o nitruro de silicio, y por debajo del electro-
do de barrera 52 tilene un espesor de, por ejemplo, O,1
micra. Por debajo de las pistas conductivas 53 y %4, la
cape aislante 55 tendrd preferiblemente un mayor espe-
sor (por ejemplo, de 0,5 micras), para prevenir la Ior-
macidn no deseada de canales. A este fin pueden ademés
usarse interruptores de canal como, por ejemplo, los
obtenidos por difusidén. Las proporcidnes de los electra-
dos de barrera 52 son, por ejemplo, de 38 x 38 micras,
en tanto que la anchura de las pistas conductivas 53
y 54 es, por ejemplo, de 10 micras, Constan, porejempld,
de aluminio u otro materisl electrddico apropiado (como

por ejemplo, el oro), y el espesor es, por ejemplo, Qe

0,3 micra. El dispositivo semiconductor puede ensamblg;
se de manera usual en una envolvente normal.

Otra forma de realizacidn de transistor de
efecto de campo dotado de una mayor capacidad interna
entre el electrodo de barrera y el de drenaje es la que
se describird ahora con referencia a la fig. 7. Este
trensistor de efecto de campo comprende un cuerpo semi-

conductor 70, en el que partiendo de la misma superfi-
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i

cie se extienden dos regiones de superficie 71 y 72 del ;

mismo tipo de conductividad, mientras entre dichas regio=
nes de superficie 71 y 72 se dispone una regidn de canal
T3 que se une a dichas regiones de superflicle y a la super
ficie del semiconductor. Por encima de la regidn de canai
se extiende un electrodo &5, separado de aguella por la §
capa ailslante 74. Conforme al presente invento, por lo ;
menos una de las regiones de superficlie, en este caszo ;
el electrodo de drenaje 72, del cuerpo semiconductor 70 '
rodea otra regidn de superficie 76 que es de un tipo de
conductividad contrario al de las reglones de superficie;
71 y 72. Ademds, la regibén de superficie 76 estd provisté
de un conductor de conexidn T7. i
En esta forma de realizacidn, se usa la cepacided :
de la unidn Pn entre las regiones 72 y 76. Es convenienté
que dicha unidn PN, en la condicién de trabajo, esté siem
pre polarizads en gentido inverso. Esto puede lograrse ;
conectando una fuente de tensidn apropiada entre el conduc
tor de conexidn %7 y el electrodo de barrera 75. In los ‘

transistores de efecto de campo que tienenbaja tensidn de:

umbral, por gemplo, la tensidn entre el electrodo de barre

ra v el de drenaje serd, no obstante, de un valor tal que.

la unidn PN deseada se polariza en el sentido inverso tam-
bién cuando el electrodo de barrera %5 y el conductor de :
conexidn 77 estén directamente conectados entre si (como
se ilustra en la fig. 7). v
En el presente ejemplo, el electrodo de fuente T1
comprende un conductor de conexidn 78, y el elecirodo de 4
drenaje 72 comprende un conductor de conexién 79. Este

transistor de efecto de campo puede también fabricarse



por entero de manera ya acostumbrada en la tecnologle de!

t

| los semiconductores.

|

Es obvio que con un mimero de transistores de

: efecto de campo, como se indica en la fig. 7, un disposi-

5 . tivo semiconductor conforme a este invento puede cons- ;

truirse de maners semejante a lg descrita con referencia;
; e la flg. 5. En tal dispositivo, los sucesivos transis-

é tores de efecto de campo de la serie pusden interconsctar-

f se por medio de plstas conductivas 78, 79, o bien el eleg

10 trodo de drenaje 72 puede constituir también el electrodo
! de fuente 71 del transistor de efecto de campo sucesivo.
En los ejemplos ilustrados en las figs. 5, 6 y 7,

el substrato estd provisto de un conductor de conexidn,

no representado, pare asi poder polarizar en sentido inver—

15 80 las uniones PN entre el electrodo de fuente y drenaje i
y la regidn semiconductora circundante, durante el funcio-

ngmiento. Tal conductor de conexidn puede estar dispuestoé
' por ejemplo, en el lado superior, pero también en el 1ado§
inferior del substrato o cuerpo semiconductor. In este i
20 Altimo caso puede usarse con ventaja un subsitrato 70 de pé—
ca resistividad, en el cual vaya dispuesta una capa epitéé
xica del mismo tipo de conductividad, pero de mayor resis%
tividad (fig. 7).

Otra forma de ejecucidn del dispositivo semiconduc{
25 tor de la invencidn, parte del cual se ilustra en las figs;
8 y 9, comprende una serie de transistores de efecto de cgé

po, en la que log slectrodos de fuente y de drenaje de porz

‘Lo menos uno de los transistores de efecto de campo son
Has regiones de superficie 80 y 81 de un determinado tipo de
!

30 conductividad que estén interconeciadas por ung regidn de ;

{

{

|
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canal 83 de un determinado tipo de conductividad, en tanté
que el electrodo de barrera 84, 86 es una regién del tipo
de conduectivided contrario que se une a la regidn de canai
83, estando dicha regidn 84, 86 separada de la regidn de i
5 canagl 83 por una unidén PN 85, 87T. é
El electrodo de barreras 84, 86 comprende dos parte%,
de las cuales la primers es unsg regién de superficie 84 z
que, en la superficlie 88 del semiconductor con la qus tam{
bién se reunen los electrodos de fuente y de drenaje 80 yi
10 81, circunds wno de dichos electrodos 80 y 81 Ultimamente
mencionado: a saber, el electrodo 80. A consecuencia de eé—
to, puede lograrse de sencilla manera que la regidn de ca{
nel 83 del lado que mira al électrodo 81 sea méds ancha V
que por el otro lado, el que se enfrenta al electrodo 80.
15 Esto tiene la ventaja de que la capacidad interna entre.
la regidn 84 y el electrodo 81 es mayor que la capacidad
interna entre la regidn 84 y el electrodo 80. 7
En el dispositivo semiconductor de la invencidn, el
electrodo 80 se usa preferiblemente como electrodo de fuen-~
20 te, y el electrodo 81 como electrodo de drenaje; y en estet
caso la mayor de las dos capacidades internas citadas sir—.
ve de capacidad segunda o de memoria. Esta seleccidn del

lelectrodo de fuente y el de drenaje tiene ademds la venta-:

ja de que en la condicidn de trabajo la intensidad del cam-

25 ho eléctrico en la regibn de canal 83, que se ensancha desde
i .

El electrodo de fuente al de drenaje, Tlene un valor mas
!

- i . L
uniforme, lo cual favorece el buen funcionamiento del transig

i
For de efecto de campo.

En la regién de superficie del semiconductor, la sef

6. 6. 69

30 gunda parte 86 del electrodo de barrera 84, 86 rodea la re-
{ :
i -
'E
| - 2 -



i gién del determinado tipo de conductividad primeramente ci-

tado, que estd constituida por la regién de canal 83 y

los electrodos de fuente y de drenaje 80 y 81. ILa segunds
i parte 86 estd separada de dicha regidn de un primer tipo

5 : determinado de conductividad por medic de dicha unidn 87.:

{

; En contraste con lo que es normal en los transisto;
res de efecto de campo, la parte 86 del elsctrodo de barné

ra de esta forma de realizacidén del dispositivo semiconduc
: ) i

s

i
!
i
t
1
i

“tor conforme al presente invento no se usa como parte ac-
; .

10 itiva del transistor de efecto de campo. A consecuencia de:
! i
esto, la parte 86 puede constituir une regidn de superfi-

cle o un substrato en el que pueden disponerse varios

;
|
!
i

;transistores de efecto de campo, sin que gean necesarias

1

‘méds medidas pare aisler entre si dichos transistores de

15 efecto de campo. Ia regidn 84 provista de un conductor de

i
conexidén 89 es la que se usa como electrodo de barrera ac-
;

i

tivo, al cual puede suministrarsele la sefial de control
por medio de las pigtas conductivas 90 y 91. El substrato

‘ 86 puede estar conectado a un potencisl de referencis,

20 por medio de un conductor de conexidn (no representado).

El substrato, como alternativa, puede estar flotante; es d%-
|

eir, no conectado s punto alguno del circuito, a consecuenw

oia de lo.cual el potencial del substrato seria diferente
!

‘respecto del que tuwiera sin dicha conexidn.

25 | En la superficie 88 del semiconductor hay dispueste
i i

éuna cape aislante 93, sobre la que van las pistas conducti+
%as 89 a 92 inclusive. ILas pistas conductivas 92 conectan %g
ha una un electrodo de drenaje 81 de un transistor de efec%
;osde campo de la serie al electrodo de fuente 80 del suce;

30 sivo transistor de efecto de campo de la serie.

I
|
6. 64 69 - 25 - {
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Bs de notar que el electrodo de barrera 84 puede 2
tener tambidn una geometria estrecha anular, o cerrada de%
otro modo, en la que por ejemplo, Se prevea un ensancha-
miento local pars poder dotar de conductor de conexidn al:
electrodo de barrera. De este modo, la regidn de canal 83%
§puede tener, el menos localmente, una longitud muy peque-;
fla, para que pueda ger pequefla la resistencis entre el elec

trodo de fuente y el de drenaje.

'

Otra forms de ejecucidén del dispositivo semiconduc-
tor del presente invento, parte de la cual se muestra en

las figs. 10 y 11, comprende tambidn unos transistores de

iefecto de campo en los cuales los electrodos de fuente y

de drenaje son unas regiones de superficie 100 y 1071 de un
ideterminado tipo de conductividad. Estes regiones estan
%interconectaﬂas por la regidn de canal 102 de un determinado
%tipo de conductividad. El electrodo de barrera estad cons—
“s1tuido por una regién 103 del tipo de conductividad opues-
to, que llega hasta la regién de canal 102, y por una re-
zidn de superficie 104 que es también del tipo de conducti-
vided opuesto y estd conectada a la regién 103. En esta for-
!ﬁa de ejecucidn se hace uso del hecho de que, en la dispo~
gicién de circuito, estan interconectados los electrodos de

‘barrera de varios transigtores de efecto de campo. Tales

transistores de efecto de canpo interconectados pueden es-

tar dispuestos en la misma regidén 103. ILas diversas regio-i
nes 103 estdn aisladas entre si de manera normal, ya que se
hsa un substrato 105 de un determinado tipo de conductivi-

1

dad, sobre el cual se halla dispuesta una capa epitdxica

1103 del tipo de conductividad contrario, en tanto que hay

1
bdemds, dispuestas por difusidn, unas regiones de aisla-

1

- 26 -
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R que se extienden en el substrato 105. ILas reglones 103
1
i

| e5t4n rodeadas, s modo de islas, por las regiones de ais-

: lamiento 106.

i

! Ias regiones 103 estdn ademis provistas de un con-;

' quetor de conexién (no representado), por medio del cual -
1

;pueden aplicarse sefiales de control a los electrodos de

1

i barrera.

[ o JR—

Pare reducir lg resistencis en sexrie entre los ele

rodos de barrera de log diversos transistores de efecto

i
1
!
1
§
¢
H
H
i
i
]
¥
{

t

ide campo, las regionss 103 pueden estar provistas de una
%parte 10% de poca resistencie que, preferiblemente, no se
une gl substrato 105 porque, de otro modo, la capacidad
electrostética entre las regiones 103 y el substrato 105
ge hace extraordinarismente grande, debido a la presencis
de la parte de baja resistencia 107.

La superficle del semiconductor estd provista de

une capa aislante 108 en la que hay dispuesto un disefio
de distribucidn de pistas conductivas 109, las cuales tomaé
contacto con los electrodos de fuente y de drenaje 100 y 161
o través de unas ventanillas practicadas en la capa aislan?
ites Por medio de las piestas conductivas 109, los transis—’
tores de efecto de campo estdn dispuestos formando serie,
de modo que cada una de las pistas conductivas 109 conecta
21 electrodo de drenaje 101 de un transistor de efecto de
compo situado, en una regidn o isla 103, al electrodo de
fuente 100 de un transistor de efecto de campo correspon-
diente a otra regidn 103. !
Los transistores de efecto de campo descritos en :r:'e--E

lacidn con las Ffigs. 10 y 11 son de estructura simétrica.
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Esto significa que la capacidad interns entre el electrodo
de barrera y el de fuente es aproximadamente iguel de
grande, o ain mgyor, que la capacidad interna entre el
electrodo de barrera y el de drenaje. Aun cuando esto no
estorba, o por lo menos no estorbs sensiblemente, al buen;

funcionamiento del dispositivo semiconductor, se usan de

preferencia transistores de efecto de campo que tienen_ung
estructura asimétrica, y en los que la capacidad interns %
entre el electrodo de barrera y el de drenaje es méxima. %
Bsto puede lograrse, por ejemplo, sustituyendo los tran- i
sigtores de efecto de campo del dispositivo ilustrado en
las figs. 10 y 11 por unos transistores de efecto de campé,
de los cuales se representa uno en las figs. 12 y 13. En x
estas figss 12 y 13, los elementos que se corresponden

con los de las figs. 10 y 11 estédn designados, para mayor
claridad, con los mismos némeros de referencia. En esta 'g
forma de ejecucidén, el electrodo de fuente 10 es considera;
blemente més pequefio que el electrodo de drenaje 101, en .
tanto que la regidn de canal 102 del lado que se enfrenta :
al electrodo de drenaje 1071 es mds ancha que por el otro

1odo, que mira al electrodo de fuente 100.

Como se apreciard de manera obvia, la invencidn

ho se limita a los ejemplos descritos, siendo posibles mu--

chas variantes para las personas entendidas en la materia,

Fin salirse del émbito de esta invencidn. Por ejemplo, pue%
aen usarse transistores de efecto de campo gque tengan uns
regibn de canal de tipo N, y también aquellos cuya regidn
de canal seag de tipo P. Alternativamente, pueden usarse

sransistores de efecto de campo tanto del tipo de efecto

e enriquecimiento como del tipo de empobrecimiento. Ademés;

- 28 = g
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la disposicidn de circuitos descrita en relacién con la
fig. 3 puede usarse con ventaja, por ejemplo, pars reali-

zar de maneras usual un filtro para las sefiales eléotricas.

| Asimismo, cuando se use une gran cantidad de unidades en, |

5 por ejemplo, el circulto en cadena ilustrado en la fig. 3g

:1las pérdides de cargae, Si las hay, pueden eompensarse disJ
i

‘poniendo uno o mds amplificadores de carga de tipo usmal

ien el circuito en cadena. Como variante, en combinacidn
‘eon el circuito de cadens descrito, pueden usarse circultos
H 1

'de entrada y de salida de tipo usual. Es mis, pueden conecw
i :

10 A
‘barse dos o més de dichos circuitos de cadena en paralelo
icon entradas comunes y/o con salidas comunes.

Asimismo, en los transistores de efecto de campo que

%tengan un electrodo de barrers separado de la regidn de

15 %anal por una unidn PN, la capacidad entre el electrcdo de
%arrera y el de drenaje puede aumentarse uwitilizando regiones
de superficie adicionales situadas, por ejemplo, en una

arte de superficie del electrodo de barrera, o bien ente-

fa o parcialmente en el electrodo de drenaje, y que estén

20 bonectadas al electrodo de drenaje y al de barrera, respec-=

]
t
|
i

tivemente.
Pueden usarse también otros maberimles semiconduotoﬁes
gomo, por ejemplo, el germanio o los compuestos AII;BV, y 2
ésimismo son posibles otras formas geométricas y dimensione%.

25 Ie regidén de canal puede estrecharse localmente, me-

Qiante el recurso de disponer otras regiones semiconductoras
%e tal maners que la regidn de canal resulte estrangulada
grimero en el drea de dicho estrechsmiento por lag capas de
Jmpobrecimiento asociadas a la unidén BN del electrodo de

30 barrera. De esta maners puede desplezerse el punto de es-—

Be 6069 - 20 =
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trangulamiénto en el sentido que va del electrodo de dre-
naje al de fuente, de manera que se reduzea la capacidad
electrostatica entre el electrodo de barrera y el de
fuente, en favor de la existente entre el electrodo de
barrera y el de drenaje.,

Esta solicitud que corresponde a la presenta-
da en Holanda con fecha 23 de Abril de 1.968, bajo el N2
68-05705 se acoge a los beneficios del articulo 51 del

vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

REIVINDICACIONES

Log puntos de invencidn propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pa-
tente de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son 1los
siguienteg:

1.~ Une disposicidn de circuitos paia transfe-
rir carga desde un primer condensagor © capacldad a un se-
gundo condensador o capacidad, que comprende al menos una
etapa, cuya etapa contiene una primera capacidad, una se-
gunda capacidad y medios electrdnicos de conmutacidn o
interrupciln para transferir carga desde la primera cape-
cidad a la segunda capacidad, caracterizada porque estd
dispuesto un transistor de efecto de campo entre dicha pri
mera capacidad y dicha segunda capacidad, estando inclui-
da la primera capacidad en el circuito de electrodo de
fuente o entrada y estando incluida la segunda capacidad

en el circuito de drenaje o salida, estando previsto un

- 30 =
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manential de voltaje de conmutacidn que controla la trans-
ferencia de carga entre el electrodo de barrers del tran-..
sistor de efecto de campo y la conexidn de dicha segunde
capacidad alejada del electrodo de salida que estad conec~
tado al electrodo de barrera del transistor de efecto de
campo.

2.~ Disposicidn de circuito segin la reivindi-

cacidn 1, que comprende mis etapas, caracterizado porque

de las etapas sucesivag, la segunda capacidad de la prime-
ra etapa es también la primera cepacidad de la segunda
etapa.

3.- Una disposicibn de circuito para transfe-
rir carga desde un primer condensador o capacidad a un

segundo condensador o capacidad.

Tal y com¢ se ha descrito en la Memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompaflan, y
con losfines que se han especificado.

Esta Memoria consta de treinta y una hoja es-
critas a miquina por una sola cara.

¢ ENE T

Madrid,

P.4,

¥or Fougy,
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